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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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製品に関する一般的注意事項

1. NC 端子の処理

【注意】NC端子には、何も接続しないようにしてください。

NC(Non-Connection)端子は、内部回路に接続しない場合の他、テスト用端子やノイズ軽減などの目的で使用

します。このため、NC端子には、何も接続しないようにしてください。

2. 未使用入力端子の処理

【注意】未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。

CMOS製品の入力端子は、一般にハイインピーダンス入力となっています。未使用端子を開放状態で動作

させると、周辺ノイズの誘導により中間レベルが発生し、内部で貫通電流が流れて誤動作を起こす恐れが

あります。未使用の入力端子は、入力をプルアップかプルダウンによって、ハイまたはローレベルに固定

してください。

3. 初期化前の処置

【注意】電源投入時は，製品の状態は不定です。

すべての電源に電圧が印加され、リセット端子にローレベルが入力されるまでの間、内部回路は不確定で

あり、レジスタの設定や各端子の出力状態は不定となります。この不定状態によってシステムが誤動作を

起こさないようにシステム設計を行ってください。リセット機能を持つ製品は、電源投入後は、まずリセ

ット動作を実行してください。

4. 未定義・リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】未定義・リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

未定義・リザーブアドレスは、将来の機能拡張用の他、テスト用レジスタなどが割り付けられています。

これらのレジスタをアクセスしたときの動作および継続する動作については、保証できませんので、アク

セスしないようにしてください。
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1. SH7145 インタフェース編

アプリケーションノート使用手引

本アプリケーションノートは、図 1.1 に示すように 2 部構成になっています。

SH7145

図 1.1　アプリケーションノート構成

(1)　SH7145 インタフェース編アプリケーションノート使用手引

SH7145 インタフェース編アプリケーションノートの使用法について説明しています。

(2)　応用編

SH7145 のバスステートコントローラ（BSC）を組み合わせて使用した場合の使用法を簡単なタス

ク例をもとに説明しています。

1.1 応用編構成
応用編は図 1.2 に示す構成で内蔵周辺機能を組み合わせて使用した場合の使用法について説明し

ています。

AC

図 1.2　応用編構成

(1) 仕様

タスク例のシステム仕様について説明しています。

(2) 動作説明

タスク例の動作をタイミングチャートを使用し説明しています。

(3) AC 特性
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2. 応用編



4M ビット（512K×8）SRAM とのインタフェース

2-2

SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

仕様

（1） 図1に示すようにSH7145のモード2（内蔵ROM有効拡張モード）により、4Mビット（512k×8）
SRAM（HM62W8511HC-10）とのインタフェースを行います。

SH7145 HM62W8511HC-10

50MHz

CS1

RD

A0 A18

WRL

D0 D7

CE

OE

A0 A18

WE

I/O1 I/O8

図 1　SH7145 および HM62W8511HC-10 接続ブロック図

（2） 図2に示すように、SH7145のメモリ空間のうち、エリア1（H’00400000～H’007FFFFF）に割

り付けます。

CS0

CS1

CS2

H'00200000

H'003FFFFF
H'00400000

H'007FFFFF
H'00800000

H'00BFFFFF

HM62W8511HC-10

H'00400000

H'0047FFFF

512k 1024=524288bit

524288bit 8(bit)=4194304bit(4Mbit)

4194304/8=524288=H ’8000-1=H’7FFFF

図 2　メモリマップ

（3） バスステートコントローラの各レジスタを表1のように設定します。

表 1　各レジスタの設定値

CS1 空間の条件 レジスタ名 設定値

バスサイズ バイトサイズ BCR1 H’600d
アイドルサイクル なし BCR2 H’0000

ウェイト 1 ウェイト（CS1 空間） WCR1 H’ff1f
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

（1） SH7145基本バスサイクル（1ソフトウェアウェイト）

図3にSH7145の1ソフトウェアウェイトの基本バスサイクルを示します。図3に示すように3
ステートで外部デバイス（HM62W8511HC-10）とのインタフェースを行います。

SH7145はデータリード時、T2の立ち上がりでD0～D7のデータをサンプリングします。

データライト時は、T1の立下りからtWDD（ライトデータ遅延時間）分遅れてからデータを出

力します。

タイミングチャートの各数値については、AC特性のバスタイミング表をご参照ください。

CK

A0 A18

CS1

RD

D0 D7

( )

WRL

D0 D7

( )

T1 T2TW

tcyc

tAD

tCSD1

tACC

tOE

tRDH

VOH

VOL

tCSD2

tRSD2

tRDS

tRSD1

tWSD1
tWSD2

tWDH
tWDD

図 3　SH7145 基本バスサイクル（1 ソフトウェアウェイト）
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

データのリード/ライト

図 4 にデータのリード/ライトタイミングチャートを示します。SH7145 と HM62W8511HC-10 を直

接接続する場合、SH7145 の tACC（リードデータアクセス時間）、tOE（リードストローブからのアク

セス時間）、tRDH（リードデータホールド時間）および HM62W8511HC-10 の tDW（入力データセット

時間）、tDH（入力データホールド時間）、tWP（ライトパルス幅）が満足されているかを確認します。

SH7145 はシステムクロックφ=50MHz（tcyc=20ns）動作で検証します。

図 4 から、各タイミングは以下のようになります。

（a） SH7145のtACCおよびtOE

tACC = tACS（max) n:ウェイトステート=1ウェイト

= 10ns ≦ 20ns (SH7145 tACC = tcyc×(n+2)-40)

tOE = tOE(max)
= 5ns ≦ 7ns (SH7145 tOE = tcyc×(n+1.5)-43)

（b） SH7145のtRDH

tRDH = tOH(min)
= 3ns ≧ 0ns (SH7145 tRDH)

（c） HM62W8511HC-10のtDWおよびtDH

tDW = tcyc×(n+1)-tWDD(max)+tWSD2(max)
= 20×(1+1)-35+25
= 30ns ≧ 5ns (HM62W8511HC-10 tDW)

tWDH = tDH

= 0ns ≧ 0ns (HM62W8511HC-10 tDH)

（d） HM62W8511HC-10のtWP

tWP = tcyc×(n+1)-tWSD1(max)+tWSD2(max)
= 20×(1+1)-25+25
= 40ns ≧ 7ns (HM62W8511HC-10 tWP)
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

CK

A0 A18

CS1

RD

D1 D8

( )

WRL

D1 D8

( )

T1 T2TW

tcyc

tAD

tCSD1

tACS

tACC

tOE

tOE

tRDH

tOH

VOH

VOL

tWP

tCSD2

tRSD2

tRDS

tRSD1

tWSD1
tWSD2

tWDHtWDD

tDH

tDW

:HM62W8511HC-10 AC

図 4　リード/ライトタイミングチャート
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

（1） SH7145 AC特性

表 2　バスタイミング
（条件：Vcc=PLLVcc=3.3V±0.3V、Avcc=3.3V±0.3V、Avcc=Vcc±0.3V、Avref=3.0～Avcc、Vss=PLLVss=Avss=0V）

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 25 ns
CS遅延時間 1 tCSD1 - 28 ns
CS遅延時間 2 tCSD2 - 28 ns
リードストローブ遅延時間 1 tRSD1 - 25 ns
リードストローブ遅延時間 2 tRSD2 - 25 ns
リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns
リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns
ライトストローブ遅延時間 1 tWSD1 - 25 ns
ライトストローブ遅延時間 2 tWSD2 - 25 ns
ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns
ライトデータホールド時間 tWDH 0 - ns
WAITセットアップ時間 tWTS 12 - ns
WAITホールド時間 tWTH 3 - ns
リードデータアクセス時間 tACC tcyc×(n+2)-35 - ns
リードストローブからのアクセス時間 tOE tcyc×(n+1.5)-33 - ns
ライトデータ保持時間 tWRH 0 - ns

【注】 n はウェイト数
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

（2） HM62W8511HC-10 AC特性

（a） リードサイクル

表 3　リードサイクル AC 特性

項目 記号 min max 単位

リードサイクル時間 tRC 10 - ns
アドレスアクセス時間 tAA - 10 ns
チップセレクトアクセス時間 tACS - 10 ns
CSセット時間 tCLZ 3 - ns
出力イネーブルアクセス時間 tOE - 5 ns
出力イネーブル・出力セット時間 tOLZ 0 - ns
チップディセレクト・出力フローティング時間 tCHZ - 5 ns
出力ディスエイブル・出力フローティング時間 tOHZ - 5 ns
出力保持時間 tOH 3 - ns

tRC

tAA

tACS

tCLZ

tOLZ

tOE tOHZ

tCHZ

tOH

Valid data

CS

OE

Address

Dout

Valid address

図 5　リードサイクル波形
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SRAM（HM62W8511HC-10）
インタフェース

MCU SH7145 使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

（b） ライトサイクル

表 4　ライトサイクル AC 特性

項目 記号 min max 単位

リードサイクル時間 tWC 10 - ns
チップセレクト時間 tCW 7 - ns
アドレス有効時間 tAW 7 - ns
アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns
ライトパルス幅 tWP 7 - ns
アドレス保持時間 tWR 0 - ns
出力ディスエイブル・出力フローティング時間 tOHZ - 5 ns
WE・出力フローティング時間 tWHZ - 5 ns
入力データセット時間 tDW 5 - ns
入力データ保持時間 tDH 0 - ns
WE出力セット時間 tOW 3 - ns

tWC

tCW

tOHZ

tWP

tWR

Valid data

CS

WE

Address

Dout

tAW

OE

t AS

tDW tDH

Din

Valid address

図 6　ライトサイクル波形



4M ビット（256k×16）SRAM とのインタフェース
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

仕様

（1） 図7に示すようにSH7145のモード2（内蔵ROM有効拡張モード）により、4Mビット（256k×16）
SRAM（HM62W16255HCJP-10）とのインタフェースを行います。

SH7145 HM62W16255HCJP-10

50MHz

CS1

RD

A1 A18

WRL

D0 D15

CE

OE

A0 A17

WE

I/O1 I/O16

WRH
UB

LB

HD74LVC08

図 7　SH7145 および HM62W16255HCJP-10 接続ブロック図

（2） 図8に示すように、SH7145のメモリ空間のうち、エリア1（H’00400000～H’007FFFFF）に割

り付けます。

CS0

CS1

CS2

H'00200000

H'003FFFFF
H'00400000

H'007FFFFF
H'00800000

H'00BFFFFF

HM62W16255HCJP-10

H'00400000

H'0047FFFF

図 8　メモリマップ

（3） バスステートコントローラの各レジスタを表5のように設定します。

表 5　各レジスタの設定値

CS1 空間の条件 レジスタ名 設定値

バスサイズ ワードサイズ BCR1 H’600f
アイドルサイクル なし BCR2 H’0000

ウェイト 1 ウェイト（CS1 空間） WCR1 H’ff1f
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

（1） SH7145基本バスサイクル（1ソフトウェアウェイト）

図9にSH7145の1ソフトウェアウェイトの基本バスサイクルを示します。図9に示すように3
ステートで外部デバイス（HM62W16255HCJP-10）とインタフェースを行います。

SH7145はデータリード時、T2の立ち上がりでD0～D7のデータをサンプリングします。

データライト時は、T1の立下りからtWDD（ライトデータ遅延時間）分遅れてからデータを出

力します。

タイミングチャートの各数値については、AC特性のバスタイミング表をご参照ください。

CK

A0 A18

CS1

RD

D0 D7

( )

D0 D7

( )

T1 T2TW

tcyc

tAD

tCSD1

tACC

tOE

tRDH

VOH

VOL

tCSD2

tRSD2

tRDS

tRSD1

tWSD1
tWSD2

tWDH
tWDD

WRL/WRH

図 9　SH7145 基本バスサイクル（1 ソフトウェアウェイト）



2-11

SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

（1） データのリード/ライト

図9にデータのリード/ライトタイミングチャートを示します。SH7145とHM62W16255HCJP-
10を接続する場合、SH7145のtACC（リードデータアクセス時間）、tOE（リードストローブか

らのアクセス時間）、tRDH（リードデータホールド時間）およびHM62W16255HCJP-10のtDW

（入力データセット時間）、tDH（リードデータホールド時間）、tWP（ライトパルス幅）が満

足されているかを確認します。図10から、各タイミングは以下のようになります。

（a） SH7145のtACCおよびtOE

tACC = tACS(max)
tACC = tcyc×(n+2)-40 n:ウェイトステート=1ウェイト

= 10ns ≦ 20ns (SH7145 tACC)

tOE = tcyc×(n+1.5)-43
= 5ns ≦ 7ns (SH7145 tOE)

（b） SH7145のtRDH

tRDH = tOH(min)
= 3ns ≧ 0ns (SH7145 tRDH)

（c） HM62W16255HCJP-10のtDWおよびtDH

tDW = tcyc×(n+1)-tWDD(max)+tWSD2(max)
= 20×(1+1)-35+25
= 30ns ≧ 5ns (HM62W16255HCJP-10 tDW)

tWDH = tDH

= 0ns ≧ 0ns (HM62W16255HCJP-10 tDH)
        
（d） HM62W16255HCJP-10のtWP

tWP = tcyc×(n+1)-tWSD1(max)+tWSD2(max)
= 20×(1+1)-25+25
= 40ns ≧ 7ns (HM62W16255HCJP-10 tWP)

HD74LVC08 の伝搬遅延時間=6.0ns（max）
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

動作説明

CK

A0 A17

CS1

RD

D0 D15

( )

D0 D15

( )

T1 T2TW

tcyc

tAD

tCSD1

tACS

tACC

tOE

tOE

tRDH

tOH

VOH

VOL

tWP

tCSD2

tRSD2

tRSD1

tWSD1
tWSD2

tWDH
tWDD

tDH

tDW

WRH/WRL

:HM62W16255HCJP-10 AC

図 10　リード／ライトタイミングチャート
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

（1） SH7145 AC特性

表 6　バスタイミング
（条件：Vcc=PLLVcc=3.3V±0.3V、Avcc=3.3V±0.3V、Avcc=Vcc±0.3V、Avref=3.0～Avcc、Vss=PLLVss=Avss=0V）

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 25 ns
CS遅延時間 1 tCSD1 - 28 ns
CS遅延時間 2 tCSD2 - 28 ns
リードストローブ遅延時間 1 tRSD1 - 25 ns
リードストローブ遅延時間 2 tRSD2 - 25 ns
リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns
リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns
ライトストローブ遅延時間 1 tWSD1 - 25 ns
ライトストローブ遅延時間 2 tWSD2 - 25 ns
ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns
ライトデータホールド時間 tWDH 0 - ns
WAITセットアップ時間 tWTS 12 - ns
WAITホールド時間 tWTH 3 - ns
リードデータアクセス時間 tACC tcyc×(n+2)-35 - ns
リードストローブからのアクセス時間 tOE tcyc×(n+1.5)-33 - ns
ライトデータ保持時間 tWRH 0 - ns

【注】 n はウェイト数

（2） HM62W16255HCJP-10 AC特性

（a） リードサイクル

表 7　リードサイクル AC 特性

項目 記号 min max 単位

リードサイクル時間 tRC 10 - ns
アドレスアクセス時間 tAA - 10 ns
チップセレクトアクセス時間 tACS - 10 ns
CSセット時間 tCLZ 3 - ns
出力イネーブルアクセス時間 tOE - 5 ns
出力イネーブル・出力セット時間 tOLZ 0 - ns
チップディセレクト・出力フローティング時間 tCHZ - 5 ns
出力ディスエイブル・出力フローティング時間 tOHZ - 5 ns
出力保持時間 tOH 3 - ns
バイトセレクト時間 tLB,tUB - 5 ns
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

tRC

tAA

tACS

t LBLZ

tOE

tOHZ

tCHZ

Valid data

CS

OE

Address

Dout

(Lower byte)

Valid address

LB

UB

Valid data

tLB

tUB

Dout

(Upper byte)

tUBLZ

tOLZ

tCLZ

t LBHZ

tUBHZ

tOH

図 11　リードサイクル波形
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

（b） ライトサイクル

表 8　ライトサイクル AC 特性

項目 記号 min max 単位

ライトサイクル時間 tWC 10 - ns
チップセレクト時間 tCW 7 - ns
アドレス有効時間 tAW 7 - ns
アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns
ライトパルス幅 tWP 7 - ns
アドレス保持時間 tWR 0 - ns
出力ディスエイブル・出力フローティング時間 tOHZ - 5 ns
WE・出力フローティング時間 tWHZ - 5 ns
入力データセット時間 tDW 5 - ns
入力データ保持時間 tDH 0 - ns
WE出力セット時間 tOW 3 - ns
バイトセレクト時間 tLBW,tUBW 7 - ns
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SRAM（HM62W16255HCJP-10）
インタフェース

MCU SH7145
（50MHz）

使用機能 BSC（バスステート

コントローラ）

AC 特性

tWC

tCW

tOHZ

tWP

tWR

CS

WE

Address

Dout

(Lower byte)

tAW

OE

Valid address

tDW tDH

Din

(Lower byte) Valid data

tDW tDH

tAS

tLBW

tUBW

tWHZ

Valid data

tOLZ

tOW

Dout

(Upper byte)

Din

(Upper byte)

LB

UB

図 12　ライトサイクル波形
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